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บทท่ี 10 
วงจร อาร-ซี เอ็กโพเนนเชี่ยลสวีพ 

( R-C Exponential Sweep Circuits) 
 

7.1  คุณสมบัตขิองวงจร อาร-ซี เอ็กโพเนนเชี่ยลสวีพ 
วงจรสวีพ     (sweep  Circuits)     เปนวงจรซึ่งทําใหกระแสหรือหรือแรงดันมีขนาดเพิม่ขึ้นหรือลดลงอยาง

เปนเชิงเสนกบัเวลาที่เปลี่ยนไป   ดังนัน้บางครั้งถูกเรียกวา   “Linear – time – base  generator”    โดยที่หากเปน
วงจรที่สรางสัญญาณแรงดัน  จะถูกเรียกวา   “Voltage – time – base  generator”    หรือวงจรที่สรางสัญญาณแรงดนั   
จะถูกเรยีกวา  “Current – time – base  generator”   ลักษณะสญัญาณแรงดันที่เอาตพุตของวงจรนี ้  แสดงดังในรูปที่   
7.1  จากรูปที่   7.1   นี้จะเห็นวาวงจรสวีพ  ประกอบขั้นดวยสวนประกอบพื้นฐานสองสวนคือชวงเวลา    trace  time  
และชวงเวลา   recovery  time  และสําหรับ   recovery  time    ยังประกอบดวยสวนพืน้ฐาน   2  สวนคือ   recovery  
time  และ   rest  time อาจจะมีคาเปนศูนยได  ซ่ึงในกรณีเชนนี้  recovery  time ก็คือ retace time นัน่เอง 
 
7.1.1    หลักการทํางาน 

เพื่องายตอการเขาใจการทํางานของวงจรประเภทนี้   เราจะพิจารณาวงจรอยางงาย ๆ  ดังแสดงในรูปที่   7.2  
(ก)  ซ่ึงเปนวงจรสวีพแบบ อาร-ซี เอ็กโพเนนเชี่ยล  โดยอาศัยการเก็บประจุ   (Charging)  ชองตัวเกบ็ประจุ   โดย
ผานตัวความตานทานรูปที่  14.2  (ก)   สมมติวาที่เวลา  t - 0    สวิตช   S   อยูที่ตําแหนง   2  ดังนั้นตวัเกบ็ประจุ   C  จะ
ไมทําการเก็บประจุ   เมื่อเวลา  t+0    สวิตช   S   ถูกปรับไปที่ตําแหนง   1  ดังนั้นตวัเกบ็ประจุ   C  จะเริ่มเก็บประจุ
โดยกระแสไหลผานตัวความตานทาน    RL   ทําใหมีแรงดนัตกครอมกระทั่งถึงคา    + VCC   โวลต   ในขณะทีเ่วลา  t + 

1    เมื่อสวิตช   S   อยูที่ตําแหนง   2   ตัวเกบ็ประจุ   C   ซ่ึงมีแรงดันตกครอมอยูจะเริ่มคายประจุออก   โดยมีกระแส
ไหลผานสวิตช   S  และตัวความตานทาน    RCS   โดยปกติคา   RCS   << RL    ดังนั้นตัวเก็บประจุ  C   จึงมีเวลาพอทีจ่ะ
คายประจุไดอยางสมบูรณ   ดังแสดงในรูปที่   14.2  (ค)    และถาหากคาความตานทาน   RCS   มีคา   ~ 0   แลวตัวเก็บ
ประจุ   C   จะสามารถคายประจุออกในเวลาอันรวดเร็ว  (~ 0 )   ซ่ึงในกรณีนีจ้ะทําใหไดลักษณะของแรงดันที่
เอาตพุตมีรูปรางคลายฟนเลือ่ย    ดังรูปที่   14.2  (ข)   ซ่ึงเราเรียกวา  “คล่ืนรูปฟนเลื่อย”   ซ่ึงถูกนําไปใชงานใน
เครื่องรับโทรทัศน 
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   7.1.2  ลักษณะรูปคล่ืนของวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7.1   แสดงลักษณะรูปรางของสัญญาณแรงดนัที่เอาตพุตของวงจรสวีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

รูปที่  7.2  (ก)  แสดงวงจรสวีพแบบ อาร-ซี เอ็กโพเนนเชี่ยลอยางงาย ๆ 
   (ข) แสดงคลื่นรูปฟนเลื่อยและ   (ค)   แรงดันสวีพ 
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 คุณสมบัติในการเปนเชิงเสนของคลื่นสัญญาณที่เอาตพตุจะมีคามากนอยยอมขึ้นอยูกับลักษณะของ
สัญญาณสวนที่  C  ทําหนาที่เก็บประจแุละถูกวดัออกมาในรูปของเปอรเซ็นตระหวางอัตราสวนของเวลาที่ตัวเก็บ
ประจุ  C   ใชในการเก็บประจุ   และคาเวลาคงที่ของวงจร   จากรูปที่   14.3  ช่ัวขณะที่สวิตซ  S   ปดวงจร  ตวัเกบ็
ประจุ  C   จะเริ่มเก็บประจุโดยมีกระแสไหลผานตัวความตานทาน   R   และหากการเก็บประจดุําเนนิตอไป
จนกระทั่งมีแรงดันตกครอมตัวเกบ็ประจุ  C   เทากับแรงดัน   VCC   แลวจะพิจารณาไดวา 
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แตในทางปฏบิัติ   ตัวประจุ   C   จะเก็บประจุ   และมีแรงดันตกครอมเพิ่มขึ้นไปยังคา   VCC    โดยเขยีนเปน
สมการไดวา 
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รูปที่   7.3   แสดงวงจรสวีพแบบ อาร-ซี เอ็กโพเนนเชีย่ล 
 

แรงดันตกครอมตัวเก็บประจจุะมีคา   0.1  VCC    เมื่อเวลาผานไป    t  =  0.1 t  โดยแสดงใหเห็นไดดังนี้ 
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รูปที่   7.3   แสดงวงจรสวีพแบบ อาร-ซี เอ็กโพเนนเชีย่ล     ซ่ึงนิยมนาํไปใชงานจรงิ ๆ  โดยใช
ทรานซิสเตอรทําหนาที่แทนสวิตช   S   ของวงจรในรูปที่   7.2  และตัวความตานทาน   RCS   มีถูกแทนดวยคาความ
ตานทานของทรานซิสเตอร   T1   ขณะทํางานอยูในภาวะอิ่มตัว 
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รูปที่ 7.4  แสดงวงจรสวีพทีน่ิยมใชงาน 
 
7.1.3  การนําวงจรไปประยุกตใชงาน 

จากวงจรดังแสดงในรูปที่   7.4   จะเห็นวาประกอบดวยวงจรกลับสัญญาณ   (inverter  circuit)   ซ่ึงมีตัวเก็บ
ประจุ  C    ตอขนานกับคอลเล็กเตอรและลงกราวน   ดังนัน้ที่เวลา    t + 0    เมื่อไมมีสัญญาณที่อินพุตทรานซิสเตอร   
T1   จะไมทํางาน   และอยูในสภาพ   OFF   ตัวเก็บประจุ  C   จะเก็บประจุเพื่อใหแรงดนัตกครอมมีคาสู   VCC   โดย
ทําใหมีกระแสไหลผานตัวความตานทาน   RL    เมื่อสัญญาณบวกถกูปอนเขาทางอินพุตที่เวลา    t + 1     ทรานซิสเตอร   
T1   ทํางานและอยูในภาวะอิ่มตัว   ตัวเก็บประจุ  C   จะคายประจุผานทรานซิสเตอร 

ขนาดของแรงดันเอาตพุตจะขึ้นอยูกับชวงเวลาซึ่งทรานซิสเตอรหยุดทํางานอยูในภาวะ  OFF   เนื่องจาก
ชวงเวลาดงักลาว   เปนเวลาซึ่งตัวเก็บประจุ  C   ทําการเก็บประจุ  คาของขนาดแรงดนันี้อาจหาไดโดยการคํานวณ
จากสมการการเก็บประจุของตัวเก็บประจดุังที่กลาวมาแลว 

สําหรับเวลาซึ่งตัวเก็บประจใุชในการคายประจุ   ก็เชนเดียวกันอาจคํานวณหาไดจากสมการคายประจุของ
ตัวเก็บประจุไดเชนกนั   ซ่ึงการคายประจขุองตัว   C  ในวงจรที่  7.4   เปนการคายประจุผานตัวทรานซิสเตอรขณะ
ทํางานอยูในภาวะอิ่มตวัซ่ึงเขียนไดเปน RCS  และคานี้จะเปนตัวกําหนดกระแสของการคายประจุดวย 

โดยทั่วไปวงจรกลับสัญญาณจะถูกออกแบบเพื่อใหคาของกระแสเบสซึ่งจะทําใหทรานซิสเตอรทํางานใน
ภาวะอิ่มตัวมีคานอย  ๆ   และคา  RCS   อาจมีคาราว   25 Ω  ซ่ึงคานี้จะมีผลตอคา  retrace  time   ซ่ึงโดยปกติควรจะ
ใหมีคาต่ํา  ๆ   ดังนั้น  คา  RCS  จึงอาจถูกปรับปรุงใหมีคาต่าํราว   2 Ω  โดยที่คา  RCS  ของทรานซิสเตอรนี้จะมีคา
มากนอยขึ้นอยูกับคาของกระแสเบส    เมือ่ทรานซิสเตอรทํางานและอยูในภาวะ  ON    ตัวเก็บประจุ  C   จะเริ่มตน



แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส                                ใบเนื้อหา หนาที่  6                                            วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

รหัส 3105-2002     วิชา วงจรพัลสเทคนิค                        ระดับ ปวส.1 ชอ.                      สอนโดย อาจารยเสกสรร  ศรีจันทร 

คายประจุผานทรานซิสเตอรขนาดของกระแสคอลเล็กเตอร  ก็จะขึ้นอยูกับกระแสเบส   โดยปกติพจิารณาวาหาก
กระแสของการคายประจุมีคามากกวากระแสของการเกบ็ประจุเปน  5  เทาแลว   ถือไดวาคา   RCS  เปนคาต่ํา 

               ซ่ึงเราเรียกวา วงจรกําเนิดสัญญาณ “คล่ืนรูปฟนเลื่อย”   ซ่ึงถูกนําไปใชงานในเครื่องรับโทรทัศน ในการ
สแกนลําอิเล็กตรอนบนหนาจอโทรทัศน 
 
7.2   พารามิเตอรของวงจร อาร-ซี เอ็กโพเนนเชี่ยลสวีพ 
7.2.1   คาความตานทานของทรานซิสเตอรขณะทํางานในภาวะอิ่มตัว 

อาจประมาณหาคาไดโดยการใชกฎของโอหม   เชน  ถาหากสมมติวาแรงดันตกครอมรอยตอของซิลิกอน
ทรานซิสเตอร   มีคา   V3.0VCEsat ≈    แลวดังนั้น 

   
Csat
CEsat

CS I
VR ≅  

โดยที่   RCS   =  คาความตานทานของทรานซิสเตอรขณะทํางานในภาวะอิ่มตัว  (Ω ) 
             VCEsat =  แรงดันระหวางคอลเลคเตอรและอิมิตเตอรขณะทํางานในภาวะอิ่มตัว  (V) 
              ICsat =  กระแสคอลเลคเตอรขณะทํางานในภาวะอิ่มตัว  (mA)   ที่เวลา    t + 1                          
 
เราอาจเขียนรูปวงจรในรูปที่   7.4  ได  ดังแสดงในรูปที่   7.5  (ก) 

ซ่ึงแสดงใหเหน็เสนทางการไหลของกระแสขณะที่ตัวเกบ็ประจุ   C   กาํลังคายประจผุานทรานซิสเตอร   
เนื่องจากความตานทานของรอยตอทรานซิสเตอรขณะนีม้ีคาต่ํามาก   ดงันั้นกระแสจึงไมผานโหลด   RL   ทําใหเรา
สามารถเขียนวงจรจากรูปที่   7.5  (ก)     ไดใหมเปนรูปที่   7.5  (ข)   กลาวคือไมพิจารณาคาของ   RL    
 
7.2.2    การออกแบบวงจร 

ตัวอยางแสดงการออกแบบวงจรประเภทนีแ้สดงไดโดยสมมติวาตองการออกแบบวงจร   ดังในรูปที่   7.4   
ซ่ึงมีคุณสมบัติดัง v4sec50tr == µ  โดยกําหนดใหทรานซิสเตอรที่ใชเปน 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่   7.5    แสดงวงจรขณะตัวเก็บประจุคายประจุออก 
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ซิลิกอนชนิด    NPN   มีคา  hEFmin   =   20 และคา   ICBO   =   10A   แหลงจายศักดากระแสตรงมีคา   10  และ
สมมติวากระแส   Initial – Charging   10  mA  ทําให   VBEoff   =  - 0.5 V. ein    คือพัลสบวกของ   10  V. 

 วิธีออกแบบ ทําตามลําดบัขัน้ตอนดังนี ้

1.  เมื่อคา   R1     ซ่ึงไดใชคา Initial    capacitor – Charging  current  มีคาตามที่กําหนด 

2.  ใชสมการของการเก็บประจุของตัว   C  หาคาความจไุฟฟา 
3.  เขียนสมการโหนดจากรูปวงจร  ON – Circuit  ของวงจรกลับสัญญาณในเทอมของ   R1  และ  R2 
4.  เขียนสมการโหนดจากรูปวงจร  OFF – Circuit  ของวงจรกลับสัญญาณในเทอมของ  R1  และ  R2 
5.   แกสมการที่อยูในขอ   3   และ  4  หาคา   R1  และ  R2 
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                                               4     

C
1050 9

7.910 −×+
ε

−=  

                                    617.16
7.9C

105 9

==ε
−×+

   

           617.1log
log1050C

10
10

9 ε×=
−

 

เราใช          F1.0C µ=      แทน 

                       mA5.020
mA10

h
II

minfE
C

B ===  
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รูปที่   7.6    แสดงวงจร   ON – input  circuit 
 
       B21 III +=    

                                            B2
2R

1
1R IR

E
R
E +=  

                               B2
BBBEsat

1
BEsatin IR

VV
R

Ve +−=−  

                              ( ) ( ) mA5.0R
107.0

R
7.010

21
+−−+=+−  

ดังนั้นจะไดวา          mA5.0R
7.10

R
3.9

21
+=                สมการ-ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่   7.7    แสดงวงจร   OFF – input  circuit 
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    ( ) bb21
1

BEoff VRR
RV +=   

  ( ) ( )( )10RR
R5.0

21
1 −+=−  

ดังนั้น         12 R19R =                      สมการ-OFF 

จากสมการ   ON  และสมการ   OFF 
 

         mA5.0R19
7.10

R
3.9

11
+=  

                    mA5.0R
74.8
1

=  
                                    Ω= k48.17R1  

เราใชคา  15 kΩ   แทน 
           Ω×== k48.1719R19R 12  
                                     Ω= k332R2  

เราใชคา  330 kΩ   แทน 
ดังนั้นผลการออกแบบวงจรนี้สรุปไดวา   RL   =   1 kΩ   ,  R1   =   15  kΩ   ,   

R2   =   330   kΩ  ,  ดังแสดงในรูปที่   14.8   ซ่ึงในกรณีนี้จดุประสงคหลักของการออกแบบก็คือ   เพื่อใหคากระแส
เบสมีคานอยทีสุ่ด   (IBmin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่   7.8   (ก)   แสดงวงจรซึ่งถูกออกแบบเรียบรอยแลว 
(ข)   รูปรางลักษณะของแรงดันที่อินพุตและเอาทพุต 
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7.2.3    การปรับปรุงวงจร 
เพื่อปรับปรุงวงจรใหมีคณุสมบัติดียิ่งขึ้น   เราจะสมมติวากระแสของการคายประจุมีคามากกวากระแสของ

การเก็บประจุเปน   5  เทา   ซ่ึงการสมมติเชนนี้จะทําใหคาของ   retrace  time  มีคานอยลงและเปนสิ่งตองการใน
การออกแบบ  ดังนั้น 
  mA50mA105I5I eargchCeargdischC =×==  
          CeargdischCรวมC III +=  
          mA60mA10mA50I รวมC =+=  

ดังนั้นสมการ   - ON  จะเขยีนไดเปน 

 mA3R
7.10

R
3.9

21
+=  

และสมการ   -  OFF   จะไดวา 
  12 R19R =  
  mA3R19

7.10
R

3.9
11
+=  

   Ω= k91.2R1                                                    
เราใชคา   27   kΩ  แทน 
และ   R2    =    19 R1         R2   =     55.4  kΩ                 เราใชคา   45   kΩ  แทน 

ดังนั้นวงจรปรบัปรุงใหมจึงเขียนไดดังแสดงในรูปที่   7.9  (ก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่   7.9   (ก)  แสดงวงจรซึ่งไดรับการปรับปรุงแลวโดย IB  = 6.IBmin  และ 
(ข)   แสดงรูปรางลักษณะของแรงดันที่เอาตพุตของวงจร 

จบเนื้อหา บทที่ 9  วงจรชมทิทริกเกอร 
 


